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Abstract (Basic) : EP 149232 A 

The semiconductor element has a semiconductor disc (1) attached to 
a metal socket (2) either directly or via a an intermediate carrier 
(14). The surface of the semiconductor disc has at least one contact 
zone coupled to an external lead (6) via a connection lead (5). 

The semiconductor disc (1) is inserted in an opening (8) in a 
solder mask (9) which is soldered directly or via the carrier to the 
metal socket (2) . Pref . the intermediate carrier is made of an 
electrically insulating material, e.g. a ceramics material. 

ADVANTAGE - Use of solder pattern to fix semiconductor disc 
prevents subsequent damage to solder connections. 
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Abstract (Equivalent) : EP 149232 B 

Semiconductor component, in which at least one disc-shaped 
semicondcutor body (1) is directly soldered onto a metallic base (2) or 
indirectly via an interposed carrier (14) and in which the disc-shaped 
semiconductor body(l) exhibits at its top at least one electric 
connecting contact with narrow area limits, from which an electric 
connecting line (5) leads to an external terminal conductor (6) of the 

, semicondcutor component which is associated with the electric 

connecting contact having narrow area limits, characterised in that the 
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disc-shaped semiconductor body (1) is inserted into a recess (8) of a 
lost soldering template (9) which is also directly, or indirectly via 
the interposed carrier (14), soldered onto the metallic base (2). 
dOpp) 

Abstract (Equivalent) : US 4661835 A 

A locating templet is used in positioning a plate-like 
semiconductor on a support carrier (2, 14), for example a base plate 
(2) of a transistor housing or a metallised surface of a ceramic 
insulator (14). The templet (9) is made of solderable material, 
positioned with respect to the carrier structure by interengaging 
projection-and-recess elements (10, 10 Ml) and soldered to the carrier 
in one soldering operation, the templet remaining on the structure and 
forming part of the semiconductor element. 

If the carrier structure is the metallised coating of a ceramic, 
the templet may then be used as a terminal point for a connection or 
bonding wire connected to an internal portion of a connection pin 
extending through the housing of the semiconductor structure. 

ADVANTAGE - Possible damage to chip due to removal of templet or 
locating die is avoided. (9pp)f 
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Halbleiterbauelement 

Es wird ein Halbleiterbauelement vorgeschlagen, bei dem 
ein scheibenfdrmiger Halbleiterkdrper (1 ) auf einen metalli- 
schen Sockel (2) aufgeldtet 1st und bei dem der scheiben- 
formige Halbleiterkdrper (1) an seiner Oberseite mindestens 
einen flachenmaSig eng begrenzten efektrischen AnschluS- 
kontakt aufweist, von dem eine elektrische Verbindungslei- 
tung (5) zu einem auBeren AnschluSIeiter (8) des Halbleiter- 
bauelements fuhrt, der dem flachenma&ig eng begrenzten 
elektrischenAnschluBkontaktzugeordnetlst. Derscheiben- 
formige Halbleiterkdrper (1) istdabei in eine Aussparung (8) 
einer veriorenen Lotschablone (9) etngefugt, die ebenfalls 
auf den metaliischen Sockel (2) aufgeldtet ist (Ffgur 1). 
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Anspruche 

/Q Halbleiterbauelement , bei dem ein scheibenf ormiger 
Halbleiterkorper (1) auf einen metallischen Sockel (2) 
unmittelbar oder uber einen dazvischengeschalteten 
Trager ( 1 U) mittelbar aufgelotet ist und bei dem der 
scheibenf ormige Halbleiterkorper (1) an seiner Ober- 
seite mindestens einen f lacbenmafiig eng begrenzten elek- 
trischen Anschlufikont akt aufveist, von dem eine elektrische 
Verbindungsleitung (5) einem auSeren AnschluBleit er (6) 
des Halbleiterbauelements f uhrt , der dem flachenmaBig 
eng begrenzten elektrischen AnschluBkontakt zugeordnet 
ist, dadurch gekennzeichnet , daB der scheibenf ormige 
Halbleiterkorper ( 1 ) in eine Aussparung (3) einer eben- 
falls auf den metallischen Sockel (2) unmittelbar oder 
uber den dazvischengeschalteten Trager (1*0 mittelbar 
aufgeloteten verlorenen Lotschablone (9) eingefugt ist. 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 , bei dem der 
scheibenf ormige Halbleiterkorper (1) auf den metal- 
lischen Sockel (2) uber den dazvischengeschalteten 
Trager {^k) mittelbar aufgelotet ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der dazvischengeschaltet e Trager ( 1 U) 
aus elektrisch isolierendem Material be steht . 
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3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS der dazvischengeschaltete Trager (U) aus 
Keramik, vorzugsveise aus Berylliumoxid , besteht. 

U. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2 oder 3, bei dem 
die mit dem dazwischengeschalteten Trager (lU) verlotete 
Unterseite des scheibenf Srmigen HalbleiterkSrpers ( 1 ) 
einen. elektrischen Ans chluBkontakt bildet, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die verlorene LStschablone (9) ala elek- 
trischer Zuf uhrungsleiter zu diesem Ans chluBkontakt dient 
und dafi von ihr eine elektrische Verbindungsleitung (5 1 ) 
zu einem aufieren AnschluBleiter (6') des Halbleiterbau- 
elementes fuhrt, der dem an der Unterseite des scheiben- 
formigen HalbleiterkSrpers (O angebrachten elektrischen 
Anschlufikontakt zugeordnet ist. 

5. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 bis U, 
dadurch gekennzeichnet, dafi Mittel (10, 10'; 11) zur Lage- 
fixierung der verlorenen LStschablone (9.) relativ zu dem 
metallischen Sockel (2) vorgesehen sind. 

6. Halbleiterbauelement nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi an dem Sockel (2> mindestens ein Vorsprung 
(11) angebracht ist, der die Lage der LStschablone (9) 
relativ zum Sockel (2) festlegt. 

T. Halbleiterbauelement nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi mindestens zwei raumlich eng begrenzte Vor- 
sprunge (11) vorgesehen sind, die in mindestens zwei Aus- 
sparungen (10; 10') eingreifen, die an der verlorenen LSt- 
schablone (9) und gegebenenfalls an dem zvischen Sockel 
(2) und LStschablone (9) vorgesehenen Trager (1U) angebracht 
sind. 
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8, Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 1 bis 7 
mit mehreren scheibenf ormigen Halbleit erkorpern (1, 1', 
dadurch gekennzeichnet , daB fur samtliche Halbleiterkdrper 
(1 i lf ) eine gemeinsame verlorene Lotsc-hablone (9) 
vorgesehen ist, die fur jeden der Halbleiterkorper (1, 1», 
1'') eine besondere Aussparung (8, 8 1 , 8'») enthalt , 

in die der Halbleiterkdrper (1, 1', 1") eingefugt ist. 

9. Halbleiterbauelement nach mindestens einem der An- 
spruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet , daB die elek- 
trische Verbindungsleitung (5), die von dem mindestens 
einen an der Oberseite des Halblei terkdrpers (1) ange- 
brachten flachenmaBig eng begrenzten elektrischen An- 
schluBkontakt zu dem ihm zugeordneten auBeren AnschluB- 
leiter (6) des Halbleiterbauelement s f uhrt , und gegebenen- 
falls die elektrische Verbindungsleitung (5')> die von 
der mit der Unterseite des Halbleiterkorper s ( 1 ) ver- 
bundenen verlorenen Lotschablone (9) ™ dem auBeren An- 
schluBleiter (6') f uhrt , der dem an der Unterseite des 
scheibenf ormigen Halbleiterkorpers (1) angebrachten elek- 
trischen AnschluBkontakt zugeordnet ist, als dunner Metall- 
draht ausgebildet ist. 

10. Halbleiterbauelement nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der dunne Metalldraht (5; 5') mit den ent- 
sprechenden Anschlufist ellen verschweiBt (gebondet) ist. 

11. Halbleiterbauelement nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der dunne Metalldraht (5; 5') mit den ent- 
sprechenden AnschluBstellen verlotet ist. 
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Halbleiterbauelement 
Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement nach der 
Gattung des Hauptanspruchs . 

Ein Halbleiterbauelement, bei dem ein scheibenf ormiger 
Halbleiterkorper auf einen metallischen Sockel unmittelbar 
aufgelotet ist, ist beispielsweise aus der US-PS 35 8U 265 
bekannt. Ferner ist es bekannt, einen scheibenf ormigen 
Halbleiterkorper auf einen metallischen Sockel mittelbar 
ttber einen dazvischengeschalteten Trager, der aus elektrisch 
leitendem Material besteht und die unterschiedlichen Warme- 
ausdehnungskoeffizienten von Sockel und Halbleiterkorper 
ausgleichen soli, aufzuloten. 

Weiterhin 3ind Halbleiterbauelemente bekanntgeworden, bei 
denen die mit dem metallischen Sockel zu verldtende Unter- 
seite des scheibenf ormigen HalbleiterkSrpers einen ff anz- 
flachigen elektrischen Anschlufikontakt des Halbleiterkorpers 
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bildet und bei denen ferner an der Oberseite des scheiben- 
formigen Halbleiterkorpers mindestens ein flachenmaSig eng 
begrenzter elektrischer AnschluBkontakt angebracht ist, von 
dem eine elektrische Verbindungsleitung zu einem aufieren An- 
schluBleiter des Halbleiterbauelement s fiihrt , der als An- 
schlufistift ausgefuhrt seih kann und dem flachenmaBig eng 
begrenzten elektrischen AnschluBkontakt an der Oberseite 
des Halbleiterkorpers zugeordnet ist. Das Anbringen der 
elektrischen Verbindungsleitung kann dabei entweder in Lot- 
technik Oder in Bondtechnik ausgefuhrt werden. Bei der- 
artigen Halbleiterbauelementen ist es notwendig, den scheiben- 
formigen Halbleiterkorper vor dem Lotprozess mit Hilfe von 
Schablonen relativ zu dem Sockel zu fixieren. 

Werden die elektrischen Verbindungsleitungen , die von den 
aufieren AnschluBleitern zu den AnschluBkontakten an der Ober- 
seite des Halbleiterkorpers fuhren, am Halbleiterkorper und 
an den auBeren AnschluBleitern in Lottechnik angebracht, 
so besteht zwar die Moglichkeit, diese AnschluBleiter mit 
bestimmten Pedereigenschaf ten auszustatten und mit ihrer Hilfe 
den Halbleiterkorper wahrend des Lotprozesses an den metal- 
lischen Sockel federnd anzudriicken (US-PS 37 20 999) » so daB 
die zur Justierung des- Halbleiterkorpers auf dem Sockel ver- 
wendete Schablone vor dem Lotprozess wieder entfernt werden 
kann und Ent f ormungsprobleme hinsichtlich der Schablone nach 
dem Lotprozess somit entfallen (US-PS 36 89 985, US-PS 37 15 
633 und US-PS 37 11 752). Dieses Verfahren ist aber nur dann 
anwendbar, wenn der scheibenf Srmige Halbleiterkorper und die 
an seiner Oberseite angebrachten AnschluBkontakte verhaltnis- 
maBig groBflachig ausgebildet sind und demzufolge an das 
Positionieren des Halbleiterkorpers relativ zum Sockel keine 
extrem hohen Anf orderungen gestellt werden mussen. Ein Ver- 
rutschen des Halbleiterkorpers nach dem Entfernen der Schab- 
lone vor Oder wahrend des Lotprozesses kann aber hier 
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Werden die elektrischen Verbindungsleitungen , die von 
den auBeren AnschluBleitern des Halbleiterbauelements 
Z u den ihnen zugeordneten AnschluBkontakten an der Ober- 
seite des HalbleiterkSrpers f uhren , an dem Halblexter- 
k6 rper und an den zugehorigen auBeren An.chluBl.it.ru xn 
Bondtechnik angebracht (US-PS M 28 802). was insbesondere 
b ei sehr kleinf lacbigen Halbleiterkorpern oder bei solchen 
ait sehr vielen AnschluBkontakten der Fall ist , so 
konnen die hierbei verwendeten Bonddrahte, falls der 
Halbleiterkorper mit seiner Unterseite an den Sockel 
angelotet wird, erst nach dem Lotprozess an dessen Ober- 
seite angebracht werden, veil sie zur Fixierung des 
Halbleiterkorpers auf dem Sockel wahrend des Lotprozesses 
nicbt herangezogen werden konnen. Die zur Justierung 
des Halbleiterkorpers auf dem Sockel verwendete Form- 
scbablone kann bierbei erat nach dem Lotprozess wieder 
entfernt werden. Dabei treten in einer Mengenfertx- 
gung Bntformungsprobleme auf.Wenn der Halbleiterkorper 
vahrend des Lotprozesses gegen die Schablone schwimmt, 
kann er sich beim anschliefienden Abkuhlvorgang ver- 
klemmen, und beim Entfernen der Schablone konnen am Rand 
des Halbleiterkorpers Kristallbruche auf treten, dxe dxe 
Sperrfafaigkeit und die elektrische Funktion des Halb- 
leiterkorpers beeintrachtigen konnen. 

Vorteile der Erfindung 

Das erfindungsgemaBe Halbleiterbauelement mxt den kenn- 
zeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegen- 
uber den Vorteil, daB ein mogliches Verklemmen des 
scheibenformigen Halbleiterkorpers bei dem sich an den 
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Lotprozess anschlieSenden Abkiihlvorgang mit der Lot- 
schablone nicht mehr schadlich ist, veil diese im Gegen- 
satz zu der bislang verwendeten FormschaDlone, die nach 
dem Lotprozess wieder entfernt vird, Bestandteil des 
Halbleiterbauelementes ist. Zur Justierung der ver- 
loreaen Lotschablone und des scheibenf ormigen Halbleiter- 
korpers kann gemaB einer moglichen Ausfiihrung des Ver- 
fahrens zur Herstellung des erf indungsgemaBen Halbleiter- 
bauelements eine Formschablone verwendet werden, die 
jetzt bei ihrem Entfernen nach dem Lotprozess allenfalls 
die verlorene Lotschablone, nicht aber den scheibenf or- 
migen Halbleiterkorper, beschadigen kann. Weitere Vorteile 
ergeben sich aus den Unt eranspruchen . 

Zeichnung 

Ausfiihrungsbeispiele des erf indungsgemaBen Halbleiterbau- 
elementes sind in der Zeichnung dargestellt und in der 
nachfolgenden Beschreibung naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 ein erstes Ausf uhrungsbeispiel eines Halbleiterbau- 
elements nach der Erfindung mit abgeschnittener Deckkappe in 
der Draufsicht; 

Figur 2 einen Schnitt nach der Linie II-II der Figur 1 ; 

Figur 3 eine Anordnung zum Justieren und Verloten eines 
zweiten Ausf iihrungsbeispiels eines Halbleit erbauelement s 
nach der Erfindung in der Draufsicht; 



Figur k einen Schnitt durch ein 
verlotetes Halbleiterbauelement 
zum Justieren der verschiedenen 



vormontiertes , noch nicht 
mit einer Formschablone 
Teile zueinander; 
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Figur 5 eine Draufsicht auf die Anordnung nach Figur U; 



Figur 6 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel eines Halbleiter- 
bauelements nach der Erfindung mit abgeschnittener Deck- 
kappe in der Draufsicht; 

Figur 7 einen Schnitt nach der Linie VII-V.II der Figur 6. 
Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele 

In denFiguren 1 und 2 ist ein Halbleiterbauelement in der 
Draufsicht und im Schnitt dargestellt, das einen als Tran- 
sistor ausgebildeten scheibenf ormigen Halbleiterkorper 1 
enthalt. Der Halbleiterkorper 1 tragt an seiner Unterseite 
einen ersten AnschluSkontakt , der sich uber die ganze Unter- 
seite erstreckt. Mit diesem AnschluBkontakt ist der Halb- 
leiterkorper 1 auf einen metallischen Sockel 2 aufgelotet, 
welcher einen Teil des Gehauses 3 des Halbleiterbauelements 
bildet und gleichzeitig als Kollektorans chluB fur den als 
Transistor ausgebildeten scheibenf ormigen Halbleiterkorper 
1 dient. Bestandteil des Gehauses 3 ist ferner eine Deck- 
kappe h, die auf den metallischen Sockel 2 auf ges chweiBt ist 
Der obere Teil der Deckkappe U ist in Figur 1 abgeschnitten . 
An seiner Oberseite tragt der Halbleiterkorper 1 zwei 
veitere Anschlufikontakte , von denen der eine den Emitter- 
anschlufl und der andere den BasisanschluB des Transistors 
bildet. Von diesen beiden an der Oberseite angebrachten An- 
schluBkontakten ftthrt je ein Bonddraht 5 zu einem pfosten- 
farmigen Anschluflleiter 6, der uber eine Glaseinschmelzung 
7 isoliert durch den metallischen Sockel 2 hindurchgef uhrt 
ist. Ein dritter pf ostenartiger AnschluBleiter 6», der nur 
in Figur 2 dargestellt ist, ist auf den Sockel 2 stumpf auf- 
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geschveiBt und bildet den aufieren KollektoranschluB des 
Transistors . 

Der scheibenfSrmige Halbleiterkorper 1 ist in eine Aus- 
sparung 8 einer auf den metallischen Sockel 2 aufgeloteten 
verlorenen LStschablone 9 eingefugt. Die Kantenlange der 
Aussparung 8 ist dabei urn ca. 0 , 1 mm groBer als die Kanten- 
lange des Halbleiterkorpers 1 gewahlt. Um die verlorene 
Lotschablone 9 und damit den scheibenf ormigen Halbleiter- 
korper 1 auf dem metallischen Sockel 2 justieren zu konnen, 
sind am Umfang der Lotschablone 9 Einbuchtungen 10 und an 
dem metallischen Sockel 2 zwei Noppen 1 1 vorgesehen. Die Ein- 
buchtungen 10 und die Noppen 11 sind so zueinander angeord- 
net, daB die verlorene L5tschablone 9 auf den metallischen 
Sockel 2 in einer definierten Lage unverruckbar aufgesetzt 
werden kann. Beim Ausf iihrungsbei spiel nach den Figuren 1 
und 2 ist die verlorene Lotschablone 9 kreisformig ausge- 
bildet und konzentrisch zu der sie umschlieflenden Deckkappe 
k angeordnet. Die beiden Einbuchtungen 10 sind dabei am Um- 
fang der verlorenen Lotschablone 9 einander diametral gegen- 
uberliegend und die beiden Noppen 11 an dem metallischen 
Sockel 2 in entsprechender Lage angebracht. 

Es versteht sich, daB diese Anordnung nur beispielhaft zu 
verstehen ist. Die Einbuchtungen 10 konnen auch an anderen 
Stellen des Umfangs der verlorenen LStschablone 9 ange- 
bracht werden oder durch anderB gestaltete Ausnehmungen 
ersetzt werden, die im Inneren der Lotschablone angebracht 
sein konnen. 

AuSer der Aussparung 8, die den scheibenf ormigen Halbleiter- 
korper 1 aufnimmt, ist in der verlorenen Lotschablone 9 fur 
den Durchtritt der beiden pfostenartigen AnschluBleiter 6 
je eine weitere Aussparung 12 vorgesehen, die kreisformig 
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ausgebildet ist und deren Durehmesser jeweils so gewahlt 
ist, daB auch die Glaseinschmelzungen 7, die die beiden 
AnschluBleiter 6 aufnehmen, freiliegen, so daB ein .Kurz- 
schluB zwischen den verschiedenen Anschlussen des Tran- 
sistors vermieden wird. 

In der Nahe der fur den scheibenf ormigen Halbleiterkorper 
1 vorgesehenen Aussparung 8 enthalt die verlorene Lot- 
schablone 9 zwei weitere Aussparungen 13. In diese Aus- 
sparungen 13 sind vor dem Zusammenloten der Anordnung 
Lotformteile eingelegt worden, die den Lotvorrat zum An- 
loten des scheibenf ormigen Halbleiterkorpers 1 und der 
verlorenen Lotschablone 9 an den metallischen Sockel 2 
bildeten. 

Bei der Herstellung des Halbleiterbauelements nach den 
Figuren 1 und 2 wird vie folgt verfahren: 

Der aus Metall bestehende, bereits mit den Noppen 11 und 
mit Bohrungen fur die Glaseinschmelzungen versehene 
Sockel 2, auf den bereits der ebenfalls aus Metall be- 
stehende pf ostenartige AnschluBleiter 6' stumpf aufge- 
schweiBt ist, wird zunachst an seiner ganzen Oberflache 
einschlieBlioh der des pf ostenartigen AnschluBleiters 6< 
mit einer korrosionsbestandigen und IStfahigen metallischen 
Schicht, die vorzugsweise aus Nickel besteht , uberzogen. 
Dann werden die pf ostenartigen AnschluSleiter 6 in die 
Bohrungen des metallischen Sockels 2 eingeschmolzen und 
auf diese Weise mit Hilfe der Glaseinschmelzungen 7 durch 
den Sockel 2 isoliert hindurchgef uhrt . 
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Nun wird die verlorene Lotschablone 9, die vorzugsweise 
aus Kupfer besteht und vernickelt ist, auf den Sockel 2 
aufgesetzt und dabei mit Hilfe der Noppen 11 des Sockels 
2 und der an ihr angebrachten Einbuchtuiigen 10 relativ 
zu dem Sockel 2 justiert. Dann wird in die Aussparung 8 
der scheibenformige Halbleiterkorper 1 und in die Aus- 
sparungen 13 jeweils ein in den Figuren 1 und 2 nicht 
dargestelltes Lotformteil eingelegt und die so montierte 
Anordnung durch den Lotofen transport iert . 

Beim Lotprozess wird das in die Aussparungen 13 in Form der 
Lotformteile eingebrachte Lot geschmolzen und wandert unter 
der Wirkung der Kapillarkraft unter die Lotschablone 9 und 
unter den scheibenf ormigen Halbleiterkorper 1 und bewirkt, 
daB diese beiden Teile 9 und 1 gleichzeitig auf den metalli- 
schen Sockel 2 aufgelotet verden, 

Nach der Entnahme der so verloteten Anordnung aus dem Lot- 
ofen werden in einem besonderen Arbeitsgang die Bonddrahte 
5 angebracht, die von den AnschluSkontakten an der Ober- 
seite des scheibenf ormigen Halbleiterkorpers 1 zu den 
pf ostenartigen AnscbluSleitern 6 fiihren. 

Das auf diese Weise vollstandig kontaktierte Halbleiterbau- 
element wird anschliefiend mit der Deckkappe k versehen, 
die auf den metallischen Sockel 2 auf geschweifct wird. 

Bs versteht sich von selbst, dafi die Erfindung nicht auf 
die anhand der Figuren 1 und 2 beschriebene Anordnung. be- 
schrankt ist. Anstelle eines einzigen Halbleiterkorpers 
k6nnen auch mehrere Halbleiterkorper gleichzeitig auf den 
metallischen Sockel 2 unter Verwendung einer einzigen ve.r- 
lorenen Lotschablone aufgelotet werden, die fur jeden dieser 
Halbleiterkorper eine besondere Aussparung enthalt, Auch besteht 
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die Moglichkeit, den oder die Halbleiterkorper zusammen 
mit der verlorenen Lotschablone gegen den metallischen 
Sockel 2 elektrisch zu isolieren. Dies kann dadurch ge- 
schehen, dafi in die Anordnung zwischen den metallischen 
Sockel und das aus Halbleiterkorper und Lotschablone be- 
stehende System eine isolierende Platte, bei spielsweis e 
aus Keramik, eingelotet wird. 

Figur 3 zeigt beispielhaft eine Anordnung, bei der auf 
einen gemeinsamen metallischen Sockel drei plattchen- 
formige Halbleiterkorper 1, 1', 1" unter Verwendung 
einer einzigen verlorenen Lotschablone 9 aufgelotet 
werden konnen. Hierzu sind in der Lotschablone 9 Aus- 
sparungen 8, 8', 8" vorgesehen. Die Justierung erfolgt 
mit Hilfe zweier an dem Sockel 2 angebrachter Noppen 1 1 , 
die in weitere Aussparungen 10' der LStschablone 9 ein- 
greifen. Zur Aufnahme eines Lotformteils dient eine 
weitere Aussparung 13- 

Die Figuren k und 5 zeigen ein in Herstellung begriffenes 
Halbleiterbauelement vor dem Verloten gemaB einem weiteren 
Vorschlag der Erfindung. Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel 
ist vorgesehen, daB ein als Transistor ausgebildeter Halb- 
leiterkorper 1 mit seinem an der Unterseite ganzflachig 
angebrachten KollektoranschluB auf einen metallischen 
Sockel 2 isoliert aufgelotet werden soil. Zur Isolierung 
dient hierbei eine beidseitig metalliaierte Keramikplatte 
^h aus Berylliumoxid, die zwischen dem aus der verlorenen 
Lotschablone 9 und dem Haloleiterkorper 1 einerseits und 
den Sockel 2 andererseits bestehenden System eingelotet 
wird. Die Metallisierung der Keramikplatte 1 U kann als 
oberste Schicht einen Goldiiberzug enthalten. 
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Auf den metallischen Sockel 2 wird eine Formschablone 15 
aufgelegt. In eine Aussparung der Forms chab lone 15 wird 
zuerst ein Lotformteil 16 und anschlieBend die Keramik- 
platte ^k eingelegt, die auf dies e Weise auf das Lotform- 
teil 16 zu liegen kommt und die in der Formschablone 15 
befindliche Aussparung bis auf einen schmalen freigelassenen 
Rand vollstandig ausfullt. Auf die Keramikplatte 1U wird 
eine verlorene Lotschablone 9 aufgelegt, deren auBere Ab- 
messungen genau denen der Keramikplatte 1U entsprechen 
und die eine Aussparung 8 fur den Halbleiterkorper 1 
und eine Aussparung 13 fur ein veiteres Lotformteil 17 
besitzt. Nach dem Auflegen der Lotschablone 9 auf die 
Keramikplatte lU werden in die in dieser Schablone vor- 
gesehenen Aussparungen 8 und 13 der Halbleiterkorper 1 
und das Lotformteil 17 eingelegt und danach das so mon- 
tierte System durcb den Lotofen transportiert . Hier er- 
folgt die VerlStung in der bereits weiter oben be- 
schriebenen Weise. 

- Die Aussparung 13 in der verlorenen Lotschablone 9 kann 
entf alien, wenn anstelle des Lotformteils 17 ein Lotform- 
teil verwendet wird, das unter den Halbleiterk5rper 1 Oder 
unter die verlorene Lotschablone 9 gelegt wird, oder wenn 
die verlorene Lotschablone 9 und/oder der Halbleiterkorper 
1 an der jeweiligen Unterseite mit einer Lotschicht ver- 
sehen ist. 

Der Unterschied gegenuber dem Ausf uhrungsbeispiel nach 
den Figuren 1 und 2 besteht darin, daB beim vorliegenden 
Ausfiihrungsbeisiel der auf den metallischen Sockel 2 auf- 
gelotete Halbleiterkorper 1 gegen diesen durch die Kera- 
mikplatte lU isoliert wird. Dies fuhrt dazu, daB der an 
der Unterseite des Halbleiterkorpers 1 liegende Kollektor- 
anschluB ebenso wie die an seiner Oberseite liegenden 
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Elektroden (Basis- und EmitteranschluB ) von der Ober- 
seite des Systems her zu kontaktieren ist, wozu die 
verlorene Lotschablone 9 Vervendung f indet . An dieser 
Lotschablone 9 kann ein dunner Metalldraht fur den 
AnschluB des Kollektors in gleicher Weise vie fur 
den Emitter- und Basiskontakt angelotet oder ange- 
schweiBt werden. Beim Anbringen des Metalldrahts in 
Bondtechnik (SchweiBen) kann die verlorene Lotschab- 
lone 9 zuvor mit einer diinnen Schicht aus Aluminium 
oder Nickel, beim Anbringen des Metalldrahts in Lottech- 
nik mit einer diinnen Schicht aus Nickel versehen werden. 

Das so hergestellte fertige Bauelement ist in den Figuren 
6 und T dargestellt. Samtliche nach aufien gefuhrten An- 
schluBdrahte gehen hier von der Oberseite des aus dem 
Halbleiterkorpers 1 und der verlorenen Lot s chablone 9 
gebildeten Systems aus. Wie beim Ausf uhrungsbeispiel nach 
den Figuren 1 und 2 fuhrt jeveils ein Bonddraht 5 vom 
Emitter- und Basiskontakt zu einem besonderen p.fostenar- 
tigen AnschluBleiter 6, der isoliert durch den Sockel 2 
hindurchgefuhrt ist. Im Gegensatz. zu dem Ausf uhrungsbeispiel 
nach den Figuren 1 und 2 ist auch der Kollektor uber 
einen Bonddraht kontaktiert, der hier mit 5 1 bezeichnet 
ist und von der verlorenen Lotschablone 9 zu' einem pfosten- 
artigen AnschluBleiter 6' fuhrt, der wie die beiden an- 
deren pf ostenartigen AnschluBleiter 6 liber eine Glasein- 
schmelzung 7 isoliert durch den Sockel 2 hindur chgefuhrt 
ist. 
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